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요약

본 발명은 고분자 유기 EL 소자 및 그 제조방법을 제공하기 위한 것으로서, 양극과 음극사이에 고분자이며 도전성을 

갖는 정공주입층을 갖는 유기발광층을 갖는 유기 EL 소자에서, 상기 도전성 정공주입층을 분리하는 절연막을 형성함

으로써, 정공주입층으로 사용하는 물질이 도전성을 띠더라도 상기 절연막에 의해 정공주입층을 화소간 분리되게 만

듦으로서 양극간의 전기적 쇼트를 막아 유기 EL 소자의 신뢰성을 높인다.

대표도

도 4

색인어

소수성, 친수성, 정공주입층

명세서

도면의 간단한 설명

도1a 및 도1b는 종래기술에 따른 고분자 유기 EL 소자의 평면도 및 단면도를 도시한 것으로, 도1b는 도1a의 Ⅰ-Ⅰ'

방향의 단면도이다.

도2a 내지 도2f는 본 발명에 따른 바람직한 실시예에 따른 패시브 타입의 고분자 유기 EL 소자의 제조공정 단면도이

다.

도3a 및 도3b는 각각 상기 도2d 및 도2f의 Ⅱ-Ⅱ'방향의 단면도이다.

도4는 상기 도3b의 'A' 부분의 확대도이다.
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*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

11 : 기판 12 : 제1 전극들

12-1 : 제1 전극탭 14, 14-1 : 절연막

15 : 절연격벽 16-1 : 정공주입층

16-2 : 정공주입층을 제외한 고분자 유기발광층

17 : 제2 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 EL(electroluminescence)을 이용하여 평판 디스플레이(flat panel display) 제조에 관한 것으로, 특

히 고분자 유기 EL을 이용한 소자 구조 및 제조방법에 관한 것이다.

유기 EL(electroluminescence) 소자는 양극과 음극 사이에 유기발광층이 형성되어 전자와 정공의 주입에 되어, 이들

의 재결합에 의해 발광을 하게 되는데, 이러한 유기발광층은 정공 주입층(HIL : hole injection layer), 정공 수송층(H

TL : hole transport layer), 발광층(organic emitting layer), 전자 수송층(ETL : electron transport layer) 및 전자

주입층(EIL : electron injecting layer)이 적층된 구조를 가진다.

현재 유기 EL 소자의 유기발광층으로 단분자막과, 고분자막 각각을 사용하거나, 고분자와 단분자를 하이브리드 형태

로 같이 함께 이용하기도 한다.

단분자 유기 EL 소자는 써멀(thermal) 증착 방법으로 열적 승화에 의해 유기발광층을 형성하고, 고분자 유기 EL은 

솔벤트에 고분자를 녹여 용액을 떨어뜨려 회전에 의해 고분자막을 도포하는 스핀코팅을 이용하거나 잉크 젯방법으로

유기발광층을 형성한다.

도1a 및 도1b는 종래기술에 따른 고분자 유기 EL 소자의 평면도 및 단면도를 도시한 것으로, 도1b는 도1a의 Ⅰ-Ⅰ'

방향의 단면도이다.

도1a에 도시한 바와 같이, 기판(1) 상에 일방향으로 배열된 양극(2) 및 양극 탭(2-1)과, 절연막(4)과, 상기 양극(2) 배

열방향과 수직한 방향으로 다수 개로 형성된 격벽(5)과, 격벽(5) 사이로 형성된 정공주입층(8-1)과, 정공주입층(8-1)

상부 에 정공주입층(8-1)을 제외한 유기발광층(8-2)과, 상기 격벽(5)에 의해 화소어레이 별로 분리되어 형성된 음극(

9)을 포함하여 구성된다.

유기발광층의 정공주입층으로 고분자를 이용하는 고분자 유기 EL 소자의 경우에, 가공성, 원가, 초기장비투자 등의 

면에서 훨씬 경쟁력이 있지만, 고분자 중 절연성을 갖는 물질은 대부분 홀 주입 효율이 낮기 때문에, 현재 HIL로 도전

성을 갖는 고분자 물질(PEDOT)이 사용되므로, 양극(2) 스트립 간의 쇼트 문제가 대두된다.

즉 도1b에 도시된 바와 같이, 고분자막을 이용하여 소자제작시 양극(2) 상에 형성되는 유기발광층 중 처음으로 형성

되는 정공주입층(8-1)이 도전성을 띠기 때문에 양극(2)끼리 전기적 쇼트를 일으키게 되어 크로스-토크가 발생한다.

이를 막기 위해 정공주입층으로 쓰이는 고분자의 물성을 절연성이 있게 만들어 사용하기도 하나 소자의 효율이 좋지 

않다.

이에 반해 유기발광층 중 정공주입층(HIL)으로 단분자를 이용하는 단분자 유기 EL 소자의 경우는 단분자가 자체절연

성을 갖기 때문에 양극 간의 쇼트될 염려가 없다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본발명은 도전성을 띠는 고분자로 유기발광층을 형성시 문제가 되는 유기 EL 소자의 양극간의 전기적 쇼트를

방지하는데 목적이 있다.

정공주입층으로 사용하는 물질이 도전성을 띠더라도 정공주입층 코팅 후 유기 EL 소자의 기판 상에서 화소 간 분리

되게 만듦으로써 양극간의 쇼트를 막고, 또 한 셀내에 고분자막이 균일하게 도포된 유기 EL 소자 및 그 제조방법을 

제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 고분자 유기 EL 소자 및 그 제조방법의 특징은 양극과 음극사이에

고분자 유기발광층이 형성되고, 상기 고분자 유기발광층의 정공주입층을 분리하는 절연막이 형성된 구조를 갖는데 

있다.

본 발명의 다른 목적, 특성 및 잇점들은 첨부한 도면을 참조한 실시예들의 상세한 설명을 통해 명백해질 것이다.

본 발명에 따른 고분자 유기 EL 소자 및 그 제조방법의 바람직한 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 설명하면 

다음과 같다.

본 발명에 따른 바람직한 실시예에 따른 패시브 타입의 고분자 유기 EL 소자는 도2f와, 도3b 및 도4에 도시된 바와 

같이, 기판(11) 상에 일방향을 다수개로 형성된 제1 전극들(12)과, 상기 기판(11) 상에 형성되어 상기 일방향으로 배

열되고 제1 전극들(12)을 전기적으로 절연시키는 절연막(14-1)과, 상기 절연막(14-1)에 의해 상기 제1 전극들(12)

의 절연을 유지하도록 상기 제1 전극들(12) 상부 및 상기 절연막(14-1) 상부에 형성된 도전성 고분자 정공주입층(16

-1), 상기 정공주입층(16-1)을 제외한 나머지 유기발광층(16-2)과, 상기 정공주입층(16-1), 유기발광층(16-2) 상부

에 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들(12)과 수직한 방향으로 다수 개로 분리되어 형성된 제2 전극(17)을 포함하여 

구성된다.

상기 유기발광층(16-2)은 정공 수송층(HTL : hole transport layer), 발광층(organic emitting layer), 전자 수송층(

ETL : electron transport layer) 및 전자 주입층(EIL : electron injecting layer)이 적층된 구조를 가진다.

제1전극(12)과 제2 전극의 중첩영역에 의해 화소영역이 정의되며, 상기 절연막(14-1)은 상기 제1 전극들(12)의 배열

방향으로 상기 제1 전극들(12) 사이에 격벽 형태로 형성되거나, 상기 제1 전극들(12) 사이 및 상기 기판(11) 상에 상

기 화소의 에지부분을 에워싸도록 마스크 형태로 형성된다.

상기 제1 전극들(12) 상에 보조전극(13)을 더 포함하여 구성되며, 상기 제1 전극들(12)과 수직방향으로 다수개의 라

인형태로 형성되고, 하나의 화소 어레이 별로 상기 화소들을 전기적으로 절연시키는 절연격벽(15)을 더 포함하여 구

성된다.

상기 보조전극(13)의 재료는 전도성 물질을 사용하면 되며, 특히 Cr, Mo, Al, Cu 이것의 합금 및 두 개 이상(두층이상

) 동시에 사용하는 것도 가능하다. 두께는 0.01~10㎛이고, 선폭은 소자에 따라 저항을 고려하여 다르게 형성할 수 있

다.

상기 절연막(14-1)을 소수성 물질로 형성하거나 절연막(14-1)의 격벽의 높이를 높게 형성하면 유기발광층의 정공주

입층(16-1)이 분리되어 제1 전극들(12)간의 전기적 쇼트를 없앨 수 있다.

그리고 상기 기판(11) 및 제1 전극들(12) 상에 상기 화소의 에지부분을 에워싸는 절연막(14)을 더 포함하여 구성된다

.

이때 절연막(14-1)은 소수성 물질로 형성하는 경우, 절연막(14)은 친수성 물질 또는 소수성 물질로 모두 형성가능하

지만 친수성 물질로 형성하는 경우, 정공주입층(16-1)과의 접착력이 좋아진다.

상기 절연막(14)과 절연막(14-1)의 재료로는 경우에 따라 무기 및 유기 절연막 모두 사용 가능하며, 친수성인 경우 

무기절연막을 사용하고, 소수성인 경우 유기절연막을 사용할 수 있다.

상기 무기절연막에는 산화계 절연막(oxide류, SiO2)와 질화계 절연막(nitride류, SiNx)가 좋으며, 유기 절연막은 폴

리머(특히 polyacryl류, polyimidefb, novolac, polyphenyl, polystylene)면 된다. 또한 절연막의 두께는 0.01~10㎛
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면 된다.

본 발명에 따른 바람직한 실시예에 따른 액티브 타입의 고분자 유기 EL 소자(미도시)는 기판 상에 상기 화소 영역에 

각각 패터닝 되어 형성된 제1 전극들과, 상기 기판 상에 형성되어 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들을 전기적으로 

절연시키는 절연막과, 상기 절연막에 의해 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들의 절연을 유지하도록 상기 제1 전극들

상부 및 상기 절연막 상부에 형성된 고분자 유기발광층과, 상기 고분자 유기발광층 상부에 공통으로 연결되어 형성된

제2전극을 포함하여 구성된다.

제1전극과 제2 전극의 중첩영역에 의해 화소영역이 정의되며, 상기 절연막은 상기 제1 전극들 사이에 격벽 형태로 형

성되거나, 상기 제1 전극들 사이 및 상기 기판 상에 상기 화소의 에지부분을 에워싸도록 마스크 형태로 형성된다.

그리고, 상기 기판 상에 상기 화소의 에지부분을 에워싸는 절연막을 더 포함하여 구성된다.

액티브 타입의 유기 EL 소자의 경우, 화소별로 형성된 박막 트랜지스터의 온/오프에 의해 제어되기 때문에 패시브 타

입과 같이 제2전극 사이의 분리를 위해 절연격벽(electrical insulative strip)을 형성할 필요가 없다.

도2a 내지 도2f는 본 발명에 따른 바람직한 실시예에 따른 패시브 타입의 고분자 유기 EL 소자의 제조공정 단면도로,

상기 패시브 타입 고분자 유기 EL 소자의 제조방법을 도2a 내지 도2f와, 상기 도2d 및 도2f의 Ⅱ-Ⅱ'방향의 단면도인

도3a 및 도3b를 참조하며 설명하면 다음과 같다.

도2a에 도시한 바와 같이, 기판(11) 상에 ITO 등의 투명 도전성 물질을 패터닝하여 일방향으로 다수개로 상기 제1 전

극들(12) 및 제1 전극탭(12-1)을 형성한다.

이어, 도2b에 도시한 바와 같이, 상기 제1 전극들(12) 및 제1 전극탭(12-1) 상에 상기 제1 전극들(12)보다 저항이 낮

을 물질로 보조전극(13)을 형성한다.

즉, ITO 패턴을 형성하고, ITO 패턴 위에 보조전극용 메탈막을 형성한 후 패턴을 형성하고, 또는 ITO 패턴을 형성하

기 전에 보조전극용 메탈막을 형성하여 보조전극 패턴을 형성한 후 ITO 패턴을 형성해도 된다.

이어, 도2c에 도시한 바와 같이, 상기 기판(11) 및 제1 전극들(12-1) 상에 화소들의 에지부분을 에워싸도록 제1 절연

막(14)을 형성한다.

이어, 도2d 및 도3a에 도시한 바와 같이, 상기 제1 절연막(14) 상에 일방향으로 배열된 제1 전극들(12)을 전기적으로

절연시키기 위해 제2 절연막(14-1)을 형성한다.

제2 절연막(14-1)은 도2d 및 도3a와 같이 상기 제1 전극들(12)의 배열방향으 로 상기 제1 전극들(12) 사이에 격벽 

형태로 형성되거나, 도2e와 같이 상기 제1 전극들(12) 사이 및 상기 기판(11) 상에 화소의 에지부분을 에워싸도록 마

스크 형태로 형성된다.

즉, 제1 절연막(14) 패턴을 형성하고, 제1 전극들(12)과 평행한 방향으로 제2 절연막(14-1)을 형성하거나, 제2 절연

막(14-1)은 발광 셀 주변에 모두 형성해도 된다. 이때 제2 절연막(14-1) 패턴을 제1 절연막(14) 패턴의 위에 올라가

야 하며, 제1 절연막(14) 패턴 밖으로 빠져나오지 않도록 형성한다.

이어, 도2f에 도시한 바와 같이, 하나의 화소 어레이 별로 상기 화소들을 전기적으로 절연시키기 위해 상기 제1 전극

들(12)과 수직방향으로 다수개의 라인들로 절연격벽들(15)을 형성한다.

그리고, 스핀코팅이나 잉크젯 방법에 의해 도2f, 도3b에 도시한 바와 같이 상기 제1 전극들(11) 상부에 고분자 유기

발광층의 고분자 물질이고 도전성을 띠는 물질로 정공주입층(16-1)을 형성한다.

이어 정공주입층(16-1) 상에 나머지 유기발광층(16-2)을 형성한 후, 고분자 유기발광층(16-1, 16-2) 상부에 상기 

일방향으로 배열된 제1 전극들(12)과 수직한 방향으로 다수 개로 분리되도록 제2 전극(17)을 형성한다.

그리고 제2 전극(17)을 형성한후, 패시베이션, 인캡슐레이션을 하면 소자가 완성된다.

도4는 상기 도3b의 'A' 부분의 확대도이며, 소수성 또는 높은 제2 절연막(14-1) 격벽으로 인해 고분자 도전성 정공주

입층(16-1)이 분리된다. 제2 절 연막(14-1) 격벽이 소수성이면 정공주입층(16-1)을 스핀코팅 등으로 형성하는 동안

이나 형성후에 정공주입층(16-1)이 제2 절연막(14-1)이 소수성이기 때문에 제2 절연막(14-1)의 상부에 약간 잔존

하게 되고, 나머지는 제2 절연막(14-1)의 격벽을 타고 내려와 정공주입층(16-1)이 분리되며, 제2 절연막(14-1)이 
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소수성이 아니라도 격벽이 높아도 정공주입층(16-1)의 분리가 가능하여 제1 전극들(12)간의 전기적 쇼트를 없앨 수 

있다.

그리고 제1 절연막(14)을 친수성 물질로 형성하고, 상기와 같이 제2 절연막(14-1)을 소수성 물질로 상기 제1 절연막

(14) 상에 형성하는 경우, 제1 전극들(12) 간의 절연성이 보장될 뿐만 아니라, 제2 절연막(14-1)은 소수성 물질이므

로 정공주입층(16-1)이 제2 절연막(14-1)의 격벽을 타고 내려 오면 제1 절연막(14)이 친수성 물질이므로 정공주입

층(16-1)과의 접착력이 좋아 스트립 상에 얇게 코팅되어 화소내에 고분자막이 균일하게 도포된다.

제1 절연막(14)을 형성하지 않고 소수성 물질로 제2 절연막(14-1)을 형성하는 경우, 제1 전극들(12) 간의 절연성을 

유지할 수 있다. 그러나 제2 절연막(14-1)의 가장자리 및 제1 전극들(12)의 가장자리 부분이 두껍게 뭉치게 되어 발

광하지 않는 부분이 발생할 수도 있다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 고분자 유기 EL 소자 및 그 제조방법은 다음과 같은 효과가 있다.

가공성, 원가, 초기장비투자 등의 면에서 훨씬 경쟁력이 있는 고분자 물질로 유기발광층을 형성하는 경우, 고분자의 

낮은 홀 주입 효율로 인해 상기 유기발광층의 정공주입층으로 도전성을 사용하더라도 제1 전극들 사이에 절연막을 

형성함으로써 제1 전극들 사이의 전기적 쇼트를 방지하고, 또한 셀내에 형성된 고분자막이 균일하게 도포되게 만든다

.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 이탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가

능함을 알 수 있을 것이다.

따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의하여 정해

져야 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
양극과 음극사이에 고분자 유기발광층이 형성되고, 상기 고분자 유기발광층의 정공주입층을 분리하는 절연막이 형성

된 고분자 유기 EL 소자.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 절연막은 소수성 물질인 것을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 3.
제1전극과 제2 전극의 중첩영역에 의해 정의되는 다수 개의 화소들을 갖는 유기 EL 소자에 있어서,

기판 상에 일방향을 다수개로 형성된 제1 전극들;

상기 기판 상에 형성되어 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들을 전기적으로 절연시키는 절연막;

상기 절연막에 의해 상기 제1 전극들의 절연을 유지하도록 상기 제1 전극들 상부 및 상기 절연막 상부에 형성된 고분

자 유기발광층;

상기 고분자 유기발광층 상부에 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들과 수직한 방향으로 다수 개로 분리되어 형성된 

제2 전극을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 유기 EL 소자.

청구항 4.
제3항에 있어서, 상기 절연막은 소수성 물질인 것을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 5.
제3항에 있어서, 상기 제1 전극들 상에 보조전극을 더 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 유기 EL 소자.
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청구항 6.
제3항에 있어서, 상기 제1 전극들과 수직방향으로 다수개의 라인형태로 형성되고, 하나의 화소 어레이 별로 상기 화

소들을 전기적으로 절연시키는 절연격벽을 더 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 7.
제3항에 있어서, 상기 기판 및 제1 전극들 상에 상기 화소의 에지부분을 에워싸는 절연막을 더 포함하여 구성됨을 특

징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 8.
제7항에 있어서, 상기 절연막은 친수성 물질인 것을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 9.
제3항에 있어서, 상기 절연막은 제1 전극들 사이에 격벽 형태로 형성되거나, 상기 제1 전극들 사이 및 상기 기판 상에

상기 화소의 에지부분을 에워싸도록 마스크 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 10.
제1전극과 제2 전극의 중첩영역에 의해 정의되는 다수 개의 화소들을 갖는 유기 EL 소자에 있어서,

기판 상에 상기 화소 영역에 각각 패터닝 되어 형성된 제1 전극들;

상기 기판 상에 형성되어 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들을 전기적으로 절연시키는 절연막;

상기 절연막에 의해 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들의 절연을 유지하도록 상기 제1 전극들 상부 및 상기 절연막 

상부에 형성된 고분자 유기발광층;

상기 고분자 유기발광층 상부에 공통으로 연결되어 형성된 제2전극을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 유기 EL 소

자.

청구항 11.
제10항에 있어서, 상기 절연막은 소수성 물질인 것을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 12.
제10항에 있어서, 상기 기판 상에 상기 화소의 에지부분을 에워싸는 절연막을 더 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 

고분자 유기 EL 소자.

청구항 13.
제12항에 있어서, 상기 절연막은 친수성 물질인 것을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 14.
제10항에 있어서, 상기 절연막은 상기 제1 전극들의 배열방향으로 상기 제1 전극들 사이에 격벽 형태로 형성되거나, 

상기 제1 전극들 사이 및 상기 기판 상에 상기 화소의 에지부분을 에워싸도록 마스크 형태로 형성되는 것을 특징으로

하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 15.
제1전극과 제2 전극의 중첩영역에 의해 정의되는 다수 개의 화소들을 갖는 유기 EL 소자 제조에 있어서,

기판 상에 일방향으로 다수개로 상기 제1 전극들을 형성하는 단계;

상기 기판 상에 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들을 전기적으로 절연시키는 절연막을 형성하는 단계;

스핀코팅이나 잉크젯 방법에 의해 상기 제1 전극들 상부에 고분자 유기발광층을 형성하는 단계;

상기 고분자 유기발광층 상부에 상기 일방향으로 배열된 제1 전극들과 수직한 방향으로 다수 개로 분리되도록 제2 전

극을 형성하는 단계를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 유기 EL 소자.

청구항 16.
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제15항에 있어서, 상기 제1 전극들 상에 보조전극을 형성하는 단계를 더 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 유기 E

L 소자.

청구항 17.
제15항에 있어서, 상기 기판 및 제1 전극들 상에 상기 화소들의 에지부분을 에워싸는 절연막을 형성하는 단계를 더 

포함하여 구성됨을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

청구항 18.
제15항에 있어서, 하나의 화소 어레이 별로 상기 화소들을 전기적으로 절연시키기 위해 상기 제1 전극들과 수직방향

으로 다수개의 라인들로 절연격벽들을 형성하는 단계를 더 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 고분자 유기 EL 소자.

도면

도면1a

도면1b
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도면2a

도면2b

도면2c
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도면2d

도면2e

도면2f



공개특허 특2003-0037667

- 10 -

도면3a

도면3b

도면4



专利名称(译) 聚合物有机EL器件及其制造方法

公开(公告)号 KR1020030037667A 公开(公告)日 2003-05-14

申请号 KR1020010069214 申请日 2001-11-07

申请(专利权)人(译) LG电子公司

当前申请(专利权)人(译) LG电子公司

[标]发明人 KIM CHANGNAM

发明人 KIM,CHANGNAM

IPC分类号 H05B33/22

CPC分类号 H01L51/52 H01L2251/5392

代理人(译) 金勇
新昌

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用途：提供一种聚合物有机电致发光器件，能够防止在用聚合物形成有
机发光层时引起的器件电极之间的电短路。组成：多个第一电极（12）
在一个方向上形成在基板（11）上。在基板（11）上形成绝缘膜（14-
1），以使第一电极（12）绝缘。在第一电极（12）和绝缘膜（14-1）的
上部形成导电聚合物空穴注入层（16-1），使得通过绝缘膜保持第一电
极的绝缘。在空穴注入层上形成多个第二电极（17），在与第一电极
（12）垂直的方向上形成有机发光层（16-2）。
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